gung,

an dritte Personen ist strafbar,
vorbehaltens

igentum. Jede Vervielfalti
atz und wird gerichtlich verfolgt. |,

elz gegen unlauteren Wettbewerb
all der Patenterteilung (§7 Abs. 1 PG

4

ge ist unser

erwertung oder Mitteilun
gesetz, Ges:
chte fir den F

flichtet zu Schadeners:
eberrechts

b
GB). Alle Re.

r

oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG)

sDiese Unterlo

V.
ver

b

1 2 3 4 5
Lfd.Nr. Btci Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
1 1| Leersteckeinheit 2364<506-1
2
3
* )
5 49| Transistor Halter 2587-676-1
6
7
8
9 - _
10 G
11 Tl
12 Schliissel Einbau 2587-680-1
13
14
15 45| Isolierschlauch 2699-329-32 fiir Transistor
16 45| Isolierschlauch 2699-329-132 fir Transistor
¥ 174 45| Isoliqrschlauch 2699-329-232 fir Transistor
18
19
) Stromlaufnlan 3561- 13841
21 Bauschaltplan Bl.1 7h61- 13841
22 Lepeliste Bl.1 3561=-1384-1
23
24
25
26 i g et ey 24-5429-y .44
27 s A
28 ot Bl Lo 24545900 0.s
29
30
s
32
33 345| Liststift 268525921 P
34
35 Neschriftung SA 9-09
36 '
w TI=547
[ | FreimaBtoleranzen MaBstab SA 9-09 o
— Steuerung Akkumulator
@ t,f Wi Gez. |
S STANDARD e
5 [a ksndd viE 104 | it [Zid ymm"‘ s Tl vl oo
2 Vuso| Tag | mitteitung | Bearsaiter | epr. | Morme: LORENZ .




1 2 3 5
Lfd.Nr.,  [Stckg Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
| D1 1| Germaniumdiode 18011 WN 5457 05202
z ik 1 " | 18011 WY 5457 05202
D3 1 " 18011 WE S457 | 07202
D& 1 - 18011 WN 5457 05202
D5 1 " 18011 WN 5457 05202
: D6 1 " 18011 WR_ 5457 07201
- 1 " 18011 WN_S457 05261
D8 1 " 18011 WN_ 5459 05261
| D9 1 " L8011 w5457 05261 A
D10 1 " L8011 WR 5457 05261
Lonae HRY 1 : 18011 WH ShS5? | 05261
gﬁigi% D12 1 " 18011 WH_5457 05261
jg;;g D13 1 " 18011 miss? | 05261
3:§:f‘f D1k 1 " 18011 W 5457 10262
f:,”:g;% D15 1 " 18011 W 5457 07261 .
:S g::? D16 1 " L8011 WN 5k57 10262
;:gfi;% D17 g " 18011 - WN_ 5457 07261
Bor§es \ :
S255<s | D18 1 " 18011 W 5457 05261
35?’5@ | D19 1 " 18011 WN 5457 05201
D20 1 " 18011 wN shdy 15261
X [ D21 1 " ' 18011 WNSk52. | 05261
D22 1 n L8011 WH 5457 10261
D23 1 " 18011 WN 5457 05261
D24 1 " 18011 wN Shk57 10261
D25 1 " 18011 wN SL57 10261
D26 1 » 18011 WN_S5457 05261
D27 1 " 18011 WN 5457 15261
& Freimafitoleranzen Mafistab  8A 9_0}3_-;5'4—2-
=) Steuerung Akkumulator
£ (o is.0st WiF voy | dhitbe )Z::::r::: i 3861 - 1384 = 1 2000
:Ausg Tag | Mitteilng | Bearbeiter |Geprift "E&"‘W LORENZ 3
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1.
kY
erteilung (§ 7 Abs. |

erichtlich verfol
5Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

lauteren Wettbewe

dritte Personen ist strafbar,
nt

d wird g

gegen un

e ist unser Eigentum. Jede Vervielfaltigung,
e fir den Fall der Pate

de

r Mitteilung an
Schadenersatz un:
esetz, Gesetz
A

»Diese Unterlo
Verwertung o
i:\n.'c:u
T
. Alle Re'g
.) oder der GM-Eintragung (§

ke
PG|

b

IF Form 20/0 01-77

1 2 - 3 5‘
Ltd.Nr,  [Stekq Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
¢
D28 1 | Germaniumdiode 18011 WH 545 15261
D29 1 " ' | 18011 W 5457 07261
| D30 1 » 18011 WN 5457 40261
D31 1 " L8011 WN 5457 15261
| D32 1 n L8011 WN Sh57 05261
D33 1 n 18011 _WR 5457 05261
D34 1 . L8011 WN 5457 05261
D35 1 “ L8011 WN S457 05261
i 1 1 | Hf-Schalttransistor A30 WH Shhb
T2 1 " A30 WN 5hih
3 1 " A30 W Skl
T4 1 » A30 WN Shlih
T5 1 " A30 W Shih
76 1 " A WN_Shbh
7 1 " A3 _WN Shbb
T8 1 L _A30 _uN shih
79 1 " A30 WN S4hk
T10 1 . A30 WH Shih
711 1 " AZ0 WN Shib
742 1 n 430 WH Shbb w5
FreimaBtoleranzen Mafstab SA 9‘09 -
Stonerung  Akkumulator
Gez. | ) :
Blatt .
g 45.10. Mf 704 _,yib_v_ ! % EEI:%EE:I' 3861 ~ 1384 - 1 3_.'.0.0
husg| Tag | Mitteiling | Bearbeiter |Gepriift | ”




usg| Tag

Mitteilung

Normg.
es.

1 2 3 4 5
ttd. Nr, Stekz Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
713 1 | Hf-Schalttransistor A30 WN Shhh
B 1 " A30 WN Shbh
T15 1 " A0 WN Shhh
716 1 " A30 WN Shih
717 1 " A30 WSkl
718 1 " A3%0 WN Shih
s
719 1 " A30 Wi Shib
T20 1 n A30 WN Shih
21 1 " A30 WH Shihl s
722 1 " A30 W Shhb
o 1 n A30 WM Shivh
£35%15
gggé:% 724 1 n 30 WN_Shbk
$E6Ss
55’%2‘2_ 25 1 n A30 WR_ Shib
s283
e85 | 226 1 " 30 N Shbl
£33
§sigie | 27 1 " A3C WN_Shbh
Sobssf ] "
$3335F | a8 1 o A30 WH_Shid
sigﬁéw
5 §§§ 729 1 " A30 WH 5hish
E.Eg«%
iggsg T30 1 " A30 WN_ Shid
$3:58ag
223322 | 139 1 " A30 WH Shhk
T32 1 " A30 WN 544k
T33 1 " A30 Wi Shhb
T34 1 " _A30 wn shib
T35 1 " A3%0 N Shih
T36 1 u A%0 wn Shlh
737 1 " _A3%0 N Shbl
L 238 1 ’ A30 _ N shhh
739 1 " A30 WN Shih .
:Z 3 = 54 P
; Freimafitoleranzen Malistab sA 9 _09
= ‘ Steuerung Akkumulator
- N ooz '
S ' STANDARD Bat
£ : : ELEKTRIN o Sl Weoe
5|a ds.4.54 NIF 704 | il
g Bearbeiter | Gepruft] " LORENZ




1 2 3 4 5
Lfd. Nr, Stckz Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
740 1| Hf-Schalttransistor A30 WN Shih
e 41 1 " A30 WN Shhh
| P42 1 " A30 WN Shhb
T43 1 " A30 WN Shih
Thl 1 n A30 W _Shhk
45 1 " A%0 WN Skl
4',
-
c1 1| Kf-Kondensator 4000/5/125 WN 5377 1218
c2 1 " 100/5/125 WN 5377 1010
ST
-;-’"gﬁﬁ-% c3 1 " 100/5/125 __WH 5377 1010
)
2635
zsgi _é ch 1 " 500/5/125 WH 5377 1710
>8T g
§§3§§u
SoPEST
Eii”os .
g528is
ferrs?
328358
.-:-§’8§§63
§.§£ 825 | R 1| Schichtwiderstand Sk/2/2 WN 5121 05260
t°2§g=
S$32iet | mo 1 " 10Kk/2/2 WH_ 5121 07260
$i%iss
235302 | »3 1 " sk/2/2 W 5121 05260
R 1 " S5k/2/2 WN 5121 05260
RS 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
| R6 1 - 10k/2/2 WN 5121 05260
| R7 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
| RS 1 " 10k/2/2 WH 5121 05260
R9 1 " 16k/2/2 W 5121 05260
R10 1 " 16k/2/2 W 5121 05260
R19 1 " bx/2/2 WN 5121 ° ,| 1722
-
g FreimaBtoleranzen Mafistab SA 9 _09
: = . Steuerung Akkumulator
N— @ éez.t
S 2 STANDARD ' Bl
E v !mm'“ 3561 e 138"’ - 1 50..
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Lfd . Nr, Stckz] Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
R12 1| Schichtwiderstand 8k/2/2 WK 5121 07200
R13 1 " W0x/2/2  WN 5121 05260
R4 11 " 16k/2/2 WN 5121 05260
R415 1 " Wor/2/2 wH 5124 05260
R16 1 " 600/2/2 WN 5121 05200
R1? 1 " 5k/2/2 W 5121 05260
R18 1 " 16k/2/2 WN 5121 05260
R19 1 " 600/2/2 WN 5121 05200
R20 1 " Sk/2/2 WN 5121 05260 =
. R21 1 " 4ox/2/2 N 5121 05260 o
— R22 1 " 10k/2/2 uN 5121 05260
£55ts
géﬁifg R23 1 " 10%/2/2 Wi 5121 05260
B >Twmn
253 a%
?5%§§§ R2k 1 " 10K%/2/2 WN 5921 05260
8583
22985° | n2s 1 " 10k/2/2 m 5121 05260
£83:23
85585 s 4
Gty g
sS85
ogsl
2285<3
S25E%0
28838 4| % 162 2350=314=1
3] & 16-3 2350=317=1
1 2] ¥ 4o-2 2350-323-1
3| v 40-3 2350=324=1
721 & 4/8-2 2350=319=1
bl & 4/8-3 2350=321=1
2] Fs5h 2350=308=1
1| v 40-4 2350=325-1
z; Freimafitoleranzen Malstab SA 9 __09
= Steuerung Akkumulator
° Gez |
o : STANDARD o
elblessof A1F 204 | My lv , 3861 - 1384 - 1 20 b
5o is0d e on | Juuby 7, ELEKTRIK
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